
Отзыв 

на автореферат диссертации Шарова Владислава Андреевича «Оптические и 

электронные явления в нитевидных нанокристаллах АIIIВV при механической 

деформации», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 1.3.11 "Физика полупроводников". 

 

Диссертация Шарова В. А. посвящена исследованию оптических и 

электронных свойств нитевидных нанокристаллов (ННК) арсенидов и 

фосфидов, в зависимости от их кристаллической структуры и состава.  

Актуальность данной работы несомненна. В последние 20 лет произошел 

рывок в возможностях диагностики и синтеза ННК. Особенности геометрии 

ННК позволяют упругим напряжениям эффективно затухать на боковых 

стенках, что позволяет получать бездефектные кристаллы в сильно 

рассогласованных эпитаксиальных системах. Выяснилось, что в ННК 

повышается устойчивость метастабильных фаз. Более того оказалось, что, 

меняя условия роста ННК, можно управлять кристаллической фазой. Открылась 

широкая сфера применения ННК. Однако отличия свойств ННК от объемных 

материалов все ещё плохо изучены.  

В качестве наиболее важного достижения настоящей работы следует 

отметить создание методологии исследования электрофизических свойств 

вертикальных одиночных ННК при деформации с помощью атомно-силовой 

микроскопии. Разработанная методология облегчает процесс измерения 

различных электрофизических свойств и позволяет получить недостающие 

константы для метастабильных фаз арсенидов и фосфидов, необходимые для 

разработки и моделирования устройств на основе ННК. 

 В качестве замечания к работе можно отметить следующие.  

Наличие пьезоэлектрических свойств у GaAs в гексагональной фазе 

вюрцита (wz-GaAs) известно довольно давно, как минимум с начала века [1, 2]. 

Поэтому не следует писать “Обнаружен эффект пьезогенерации в вюрцитных 

ННК GaAs …”. Ограничением к использованию wz-GaAs была плохая 

стабильность, при температуре около 200°С объемный wz-GaAs спонтанно 

переходит в стабильную кубическую фазу GaAs типа сфалерит.  
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